上 海 建 桥 学 院 教 学 进 度 安 排 表

2013  ～    2014    学年度第  一   学期
课程名称：半导体材料
班级：微电子学,电科 11B-1,2
总学时：48

	日期
	周次
星期
	课   程   内  容
	授课
方式
	上课地点
	作业
布置

	
	
	章
	节
	内     容
	
	
	

	9.3
	1/二
	
	
	半导体材料绪论
	讲课
	1168/1174
	

	9.6
	1/五
	
	
	半导体材料绪论
	讲课
	1374
	

	9.10
	2/二
	1
	1-3
	硅、锗晶体的制备工艺
	讲课
	1168/1174
	作业1

	9.17
	3/二
	2
	1
	分凝现象和分凝系数
	讲课
	1168/1174
	作业2

	    9.20
	3/五
	2
	2-3
	区熔原理
	讲课
	1374
	

	9.24
	4/二 
	3
	1-2
	晶体生长概述、理论基础
	讲课
	1168/1174
	

	    10.1
	5/五
	
	
	国庆节放假
	
	
	

	10.8
	6/二
	3
	3
	熔体晶体生长硅锗的单晶生长
	讲课
	1168/1174
	作业3

	10.15
	7/二 
	4
	1-2
	硅锗晶体中杂质的性质和掺杂
	讲课
	1168/1174
	

	10.18
	7/五
	4
	3-4
	硅锗晶体中的位错与微缺陷
	讲课
	1374
	作业4

	10.22
	8/二
	5
	1-2
	硅外延生长, 硅的气相外延生长
	讲课
	1168/1174
	

	10.29
	9/二
	
	
	课堂测验
	
	1168/1174
	

	11.1
	9/五
	
	
	期中考试
	
	
	

	11.5
	10/二
	5
	3-4
	外延层电阻率的控制及缺陷
	讲课
	1168/1174
	

	11.12
	11/二
	5
	5
	硅的异质外延-SOS技术
	讲课
	1168/1174
	

	11.15
	11/五
	5
	5
	硅的异质外延-SOI技术
	讲课
	1374
	作业5

	11.19
	12/二
	6
	1
	Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体的特性
	讲课
	1168/1174
	

	11.26
	13/二 
	6
	2-4
	砷化镓的单晶生长方法及制备
	讲课
	1168/1174
	

	11.29
	13/五
	6
	5
	薄膜的生长原理和技术
	讲课
	1374
	作业6

	12.3
	14/二
	7
	1-2
	Ⅲ-Ⅴ族化合物外延生长-VPE,MOVPE
	讲课
	1168/1174
	

	12.10
	15/二
	7
	3-4
	Ⅲ-Ⅴ族化合物外延生长-LPE,MBE
	讲课
	1168/1174
	

	12.13
	15/五
	7
	5-6
	Ⅲ-Ⅴ族化合物外延生长-CBE
	讲课
	1374
	作业7

	12.17
	16/二
	
	
	期末考试复习第1-4章
	复习
	1168/1174
	

	12.24
	17/二
	
	
	期末考试复习第5-8章
	复习
	1168/1174
	


注：授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核，不够写可续页。

任课教师：许玉娥
系主任审核：喻玲           教学院长审核：吴庆彪

日期：2013.7.3
日期：2013.7.10            日期：2013.7.12

